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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a stack, which includes providing an initial stack having a base
substrate based on a first material and a first insulating layer having an array of walls made of a first insulating material separated by
trenches, filling the trenches with a second insulating material, thereby forming a second insulating layer, and forming a semiconductor

film on the second insulating layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un empilement comprenant la fourniture d'un empilement initial com-
prenant un substrat socle a base d'un premier matériau et une premicre couche isolante comprenant un réseau de murs constitués d'un
premier matériau isolant séparés par des tranchées, le remplissage des tranchées par un deuxieme matériau isolant, formant ainsi une
O deuxi¢éme couche isolante, et la formation d'un film semiconducteur sur la deuxiéme couche isolante.
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